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   1. 有關二極體與雙極性接面電晶體之比較，下列敘述何者有誤？ 
(A)兩者皆具有PN接面   
(B)二極體可做為開關，雙極性接面電晶體則否  
(C)雙極性接面電晶體可用於小訊號放大，二極體則否 
(D)雙極性接面電晶體有三個電極，二極體僅有兩個電極 

   2. 有關振盪器之敘述，下列何者有誤？ 
(A)低頻振盪器一般採用RC電路 (B)射頻振盪器一般採用LC電路 
(C)是用來將交流電變成直流電的裝置 (D)加上正回授是振盪器的必要條件 

   3. 一橋式整流器輸出之平均電壓為10 V，試問其輸入交流電壓之峰值約為何？ 
(A) 10 V (B) 14.14 V (C) 15.7 V (D) 31.4 V 

   4. 有關二極體特性之敘述，下列何者有誤？ 
(A)逆向偏壓愈大，則逆向飽和電流也愈大 (B)空乏區電場方向是由N型指向P型 
(C)擴散電流因載子濃度不均所造成 (D)漂移電流是由於外加電壓所引起 

   5. 有關JFET共汲極放大電路之敘述，下列何者正確？ 
(A)又稱為源極隨耦器  (B)電壓增益甚高 
(C)電流增益低於1  (D)輸出訊號與輸入訊號相位相反 

   6. 一差動放大器，其兩輸入電壓分別為Vi1 = 55 μV，Vi2 = 45 μV，共模拒斥比為40 dB，差模增
益為500，下列何者正確？ 
(A)共模增益為10  (B)差模輸入電壓為5 μV 
(C)共模輸入電壓為100 μV (D)輸出電壓為5.25 mV 

   7. 一單極點RC低通濾波器的時間常數為0.159 ms，則其三分貝頻帶寬約為何？ 
(A) 0.1 kHz (B) 0.5 kHz (C) 1 kHz (D) 159 kHz 

   8. 當理想運算放大器接成反相放大器時，若輸入為0.1 V，輸出為-1 V，若輸入為0.3 V，則輸出
為何？ 
(A) -6 V (B) -3 V (C) 3 V (D) 6 V 

   9. 荷電載子在半導體內的漂移電流，是源自於下列何者？ 
(A)載子濃度不均勻 (B)外加電壓 (C)熱效應 (D)光線照射 

   10. 下列何種方式可降低電阻－電容濾波電路之漣波電壓值？ 
(A)提高二極體耐壓值 (B)提高電容值 (C)使用低電阻負載 (D)使用升壓變壓器 

   11. 某場效電晶體的K = 2 mA/V2，若直流工作點的汲極電流為8 mA，試問互導gm為何？ 
(A) 8 mS (B) 10 mS (C) 12 mS (D) 14 mS 
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   12. 有關場效電晶體之優點，下列何者有誤？ 

(A)輸入阻抗高 (B)雜訊較低 (C)製作簡單 (D)增益與頻寬乘積甚大 

   13. 一功率電晶體，接面最高允許溫度TJ(max) = 175 ℃，在外殼溫度TC = 25 ℃下，若 

θJc = 1 ℃/W，則最高散逸功率為何？ 

(A) 150 W (B) 200 W (C) 250 W (D) 300 W 

   14. 下列何者為輸出及輸入電壓反相180度的放大器組態？ 

(A)共基極(CB) (B)共射極(CE) (C)共集極(CC) (D)共汲極(CD) 

   15. 有關串級放大器之敘述，下列何者有誤？ 

(A) RC耦合放大器在低頻時增益會下降 (B)直接耦合放大器的工作點較容易漂移 

(C)達靈頓電路的電流增益略小於1 (D)變壓器耦合放大器的功率移轉效率較高 

   16. 有關MOSFET特性之敘述，下列何者有誤？ 

(A)增強型MOSFET結構上少了通道 (B) N通道空乏型MOSFET夾止電壓為負值 

(C) P通道增強型MOSFET臨界電壓為正值 (D) MOSFET有空乏型及增強型兩種形式 

   17. 如右圖所示之三級放大器，若輸入電壓Vin = 2 mV，則輸出電壓Vout為何？ 

(A) 1 V (B) 2 V 
(C) 3 V (D) 4 V 

   18. 如右圖所示，若調整變壓器初級線圈與次級線圈

的圈數比，可讓揚聲器獲得最大之功率，則此最

大功率為何？ 

(A) 0.5 W (B) 1 W  
(C) 5 W (D) 10 W 

   19. 一功率放大器之直流輸入功率為50 W，交流輸出功率為43 W，則其類型屬下列何者？ 

(A) A類 (B) B類 (C) AB類 (D) C類 

   20. 如右圖所示，若稽納二極體之崩潰電壓Vz =8 V，

則此稽納二極體之消耗功率為何？ 

(A) 8 mW (B) 16 mW  
(C) 64 mW (D) 128 mW 

   21. 有關兩個共射極放大器構成RC耦合串級放大器電路之敘述，下列何者有誤？ 

(A)低頻的電壓增益不會受到耦合電容的影響而降低 

(B)第一級直流工作點的變化不會影響到第二級的交流電壓增益 

(C) RC耦合串級放大器電路，級與級間直流工作點不互相影響 

(D) RC耦合串級放大器電路，級與級間阻抗匹配不易，容易消耗許多功率 

   22. 如右圖所示之理想運算放大器電路，其輸出電壓Vo為何？ 

(A) -12 V (B) -10 V  
(C) -8 V (D) -6 V 

   23. 二極體在逆向偏壓時可當做電容器，當逆向偏壓變大時，下列何者正確？ 

(A)電容量不變 (B)電容量變小 (C)電容量變大 (D)電容量先小後大 

   24. 本質半導體摻入下列何項雜質元素，即可成為P型半導體？ 

(A)磷 (B)砷 (C)銻 (D)硼 

   25. 雙極性接面電晶體工作於主動區之α = 0.99，其β值為何？ 

(A) 99 (B) 199 (C) 200 (D) 201 
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   26. 有關稽納二極體之敘述，下列何者正確？ 
(A)稽納崩潰時其稽納電壓為負溫度係數 (B)累增崩潰時其稽納電壓為負溫度係數  
(C)累增崩潰是由於電場效應增強所引發 (D)稽納崩潰是由於熱效應增強所引發 

   27. 有關發光二極體(LED)元件之敘述，下列何者正確？ 
(A)逆向偏壓下才能發光 (B)順向電流大小決定發光顏色  
(C)發光強度與順向電流成反比 (D)順向偏壓下電子和電洞復合時釋出能量發光 

   28. 有關半導體之敘述，下列何者正確？ 
(A)當溫度升高時本質半導體的電阻會變大 (B)外質半導體內電洞與自由電子的濃度相同 
(C) P型半導體內電洞載子濃度約等於受體濃度 (D) N型半導體內總電子數大於總質子數 

   29. 有關整流濾波電路之敘述，下列何者正確？ 
(A)整流濾波電路之負載愈大，輸出漣波電壓愈大  
(B) π型濾波電路之L值愈大，波形因數愈大 
(C) RC濾波電路之負載相同時電容值愈大，輸出漣波電壓愈大 
(D)全波整流電路之輸出漣波頻率與交流電源頻率相同 

   30. 雙極性接面電晶體(PNP)操作於B-E接面逆偏，B-C接面順偏下，屬於下列何種區域？ 
(A)順向主動區 (B)截止區 (C)飽和區 (D)反向主動區 

   31. 有關BJT三種基本組態放大器(CE、CB、CC)之特性比較，下列敘述何者有誤？ 
(A)共射極(CE)放大器之功率增益為三者中最大，且其輸出、輸入電壓訊號相位相反 
(B)共基極(CB)放大器之電流增益略小於1，具有高頻響應良好之特性 
(C)共集極(CC)放大器之電壓增益略小於1，且其輸入阻抗為三者中最高 
(D)共射極(CE)又稱為射極隨耦器 

   32. 一N通道增強型MOSFET之臨界電壓VT = 2 V，當工作於飽和區且閘－源極間電壓VGS = 4 V時

，汲極電流為4 mA；若VGS = 5 V，則汲極電流為何？ 
(A) 3 mA (B) 5 mA (C) 7 mA (D) 9 mA 

   33. 在振盪器中，下列何種電路的輸出信號波形為「弦波」？ 
(A)單穩態多諧振盪電路 (B)雙穩態多諧振盪電路 
(C) RC相移振盪電路  (D) 555定時器振盪電路 

   34. 有關BJT含射極回授電阻的分壓偏壓電路(無射極旁路電容)放大器之敘述，下列何者正確？ 
(A)直流工作點位置幾乎和β值無關 (B)加入射極回授電阻可使得電壓增益提升 
(C)加入射極回授電阻可使得輸入阻抗降低 (D)電路為正回授設計 

   35. 當運算放大器的輸入電壓變動時，輸出電壓的最大變化率為下列何者？ 
(A)輸出電壓擺幅  (B)輸入抵補電壓 
(C)迴轉率(Slew Rate, SR) (D)共模拒斥比(CMRR) 

   36. 若BJT共射極放大器電路之電壓增益大小為100，當輸入電壓訊號vi(t) = 20sin(377t) mV時，則

其輸出電壓訊號為何？ 
(A) 2cos(377t) V (B) -2sin(377t) V (C) 2000cos(377t) V (D) 2000sin(377t) V 

   37. 單級放大器之低頻截止頻率為 fL = 1 kHz，高頻截止頻率為 fH = 200 kHz，若將兩個此種放大

器串接成一組兩級放大器，則此串級放大器的頻帶寬度約為何？(提示：√0.414≒0.64) 
(A) 105.62 kHz (B) 126.44 kHz (C) 156.25 kHz (D) 199 kHz 

   38. 有關理想運算放大器的特性，下列敘述何者有誤？ 
(A)輸出阻抗Ro = 0 (B)共模電壓增益Ac = ∞ 
(C)輸入阻抗Ri = ∞  (D)共模拒斥比CMRR = ∞ 

   39. 一N通道空乏型MOSFET工作時，其閘極電壓為何？ 
(A)僅為正電壓 (B)僅為負電壓 (C)可為正或負電壓 (D)必須接地 

【請翻頁繼續作答】 
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   40. 一共射極(CE)放大器，其電壓增益大小為99。若在基極(B)與集極(C)之間存在一個寄生電容

Cbc = 10 pF，根據米勒定理(Miller's Theorem)，此電容映射到「輸入端」的等效電容Ci (Miller)為何？ 

(A) 10 pF (B) 980 pF (C) 990 pF (D) 1000 pF 

   41. 如右圖所示之電路，若D1及D2均為理想二極體，vi(t) = 200√2 sin377t V，

變壓器匝數比N1：N2：N3＝10：1：1，則電阻5 Ω上的電流 io有效值為何？ 

(A) io = 2 A (B) io = 2√2 A 

(C) io = 4 A (D) io = 4√2 A 

   42. 如右圖所示之雙準位截波電路，若Vi ＝ 10 sin(ωt) V，且D1與D2

為理想二極體，則Vo輸出波形之電壓範圍為何？ 

(A) -8 V至+12 V (B) -8 V至+8 V 

(C) -12 V至+8 V (D) -12 V至+12 V 

   43. 如右圖所示之電路，R1 =10 kΩ，R2 = 5 kΩ，RE= 3.3 kΩ，若電晶體之切

入電壓VBE = 0.7 V，熱電壓VT = 25 mV，β= 99，則輸入阻抗Zi約為何？ 

(A) 2 kΩ (B) 3.3 kΩ  
(C) 4.7 kΩ (D) 5 kΩ 

   44. 如右圖所示之MOSFET電路，其臨界電壓VT = 1.8 V，參數K = 1.2 mA/V2，

已選擇適當之RD 使電路操作於飽和區且ID = 1.08 mA，則RG1應調整為何？ 

(A) 150 kΩ (B) 180 kΩ  
(C) 210 kΩ (D) 250 kΩ 

   45. 如右圖所示之電路，運算放大器之輸出飽和電壓為±15 V，R1 = 10 kΩ，欲使

電路產生振盪，則R2之最小值及遲滯電壓(Hysteresis Voltage)VH分別為何？ 

(A) R2 = 15 kΩ、VH = 10 V  

(B) R2 = 15 kΩ、VH =15 V  

(C) R2 = 20 kΩ、VH = 10 V  

(D) R2 = 20 kΩ、VH =15 V 

  
 46. 如右圖所示之振盪電路，Vo之振盪頻率為10 kHz，回授因數β = - 

1

29
，則Rf 之最小值約為何？ 

(A) 10 kΩ (B) 87 kΩ  
(C) 92 kΩ (D) 100 kΩ 

   47. 有關電晶體(BJT)和場效電晶體(FET)的比較，下列敘述何者有誤？ 
(A) BJT是單載子元件，而FET是雙載子元件 (B)在積體電路製作上，BJT比FET佔較大的空間 
(C) BJT是用電流控制，而FET是用電壓控制 (D) FET做為放大器產生的雜訊較BJT為低 

   48. 正回授電路產生振盪時，下列敘述何者正確？ 
(A)迴路增益= 0，迴路相位角= 180 ∘ (B)迴路增益= 1，迴路相位角= 180 ∘ 
(C)迴路增益= 0，迴路相位角= 0 ∘ (D)迴路增益= 1，迴路相位角= 0 ∘ 

   49. 一電晶體放大電路對輸入弦波訊號僅具有半波導通之性能，則其類型屬下列何者？ 
(A) A類 (B) B類 (C) AB類 (D) C類 

   50. 二極體－電晶體邏輯電路中，電晶體工作於下列何種區域？ 
(A)飽和區 (B)主動區 (C)飽和區或截止區 (D)截止區  


